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Série 4 SMP4 : Electronique Sections A/B

Transistors à e¤et de Champs/Ampli�cateurs et Ampli�cateurs Operationnels

Exercice 1 :

Le transistor à e¤et de champ JFET Canal N de
la �gure 1 est caractérisé par IDSS = 4mA et
Vp = �2V (Vp : tension de pincement).

1. Déterminer les paramètres VGSQ, IDQ et
VDSQ du point de fonctionnement Q.

2. On suppose que VDSQ = VDD=2 et IDQ =
IDSS=2. Déterminer les nouvelles valeurs
de RD et RS .

Exercice 2 :
On considère l�ampli�cateur de la �gure 2. Déterminer VGS , ID, VDS , IC et VCE .

Exercice 3 :

On considère l�ampli�cateur à deux étages
de la �gure 3.

1. Etablir les schémas en dynamique des
transistors Q1 et Q2 et déterminer r�
de Q2 et la transconductance gm de
Q1. On suppose que la tension Early
VA =1 pour Q2 et � = 0 pour Q1.

2. Etablir le schéma en dynamique de
l�ampli�cateur.

3. Déterminer le gain en tension Av =
vo=vi de l�ampli�cateur, le gain en
courantAi = i0=ii, la résistance d�entrée
Ri et la résistance de sortie Ro.

Exercice 4 :

Les ampli�cateurs operationnels des �gures 4a et 4b sont supposés ideals.

1. Fig. 4a : Montrer que I0 = kI1 et donner l�expression de k

en fonction des résistances
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2. Fig. 4b : Etablir l�expression de la tension de sortie V0 en fonction de V1 et V2.
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